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Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Ріст, структура та властивості багатошарових нанорозмірних плівкових композицій C/Si

2. Growth, structure and properties of C/Si nanoscale multilayers

Реферат:
1. Дисертація присвячена встановленню особливостей формування нанорозмірних багатошарових покриттів
С/Si, структурних і фазових перетворень в них під час відпалу, механізму їх руйнування при підвищених
температурах. Розглянуто перспективи використання багатошарових дзеркал C/Si в діапазоні довжин хвиль
17-35 нм, а також використання двошарових плівок C/Si, як нанорозмірних антифрикційних покриттів.
Встановлено, що у вихідному стані багатошарові періодичні композиції C/Si являють собою шари аморфних
C і Si, що чергуються, які розділені перемішаними зонами товщиною ? 0,6 нм. Їх густина відрізняється, вона
складає 2,75 г/см3 (межа поділу"С на Si") і 2,4 г/см3 (межа поділу "Si на C"). Густина обох зон вища за густину
вуглецю і кремнію (2,12 і 2,27 г/см3, відповідно), для зони "С на Si" це пов'язано з наявністю аморфного SiC,
для "Si на C" з наявністю алмазоподібних вуглецевих включень. Було виявлено, що температурна залежність
періоду в багатошарових покриттях С/Si в інтервалі 50-1000°С не є монотонною. Така залежність пов'язана з



двома процесами, що одночасно протікають в багатошаровій композиції: графітизація вуглецю, яка
призводить до збільшення товщини шару C і збільшення товщини перемішаних шарів за рахунок взаємної
дифузії між вуглецем і кремнієм.

2. The thesis is devoted to the ascertainment of the formation features of C/Si nanoscale multilayers, structural
and phase transformations in these multilayers during annealing, destruction mechanism of multilayers at
heightened temperatures. The prospects of using of C/Si multilayer mirrors in 17 - 35 nm wavelength range as well
as utilizing of C/Si bilayer films as nanoscale antifrictional coatings were viewed. It was ascertained that in as-
deposited state C/Si multilayers represent alternate layers of amorphous carbon and silicon separated by
intermixing zones with the thickness of ? 0.6 nm. Their density is different, it amounts to 2.75 g/cm3 ("C on Si"
interface) and 2.4 g/cm3 ("Si on C"). The density of both zones is higher than the density of carbon and silicon (2.12
and 2.27 g/cm3, respectively), for "C on Si" zone it is related with presence of amorphous SiC, for "Si on C" with
presence of diamond-like carbon inclusions. It was revealed that temperature dependence of period of C/Si
multilayer in the range of 50 - 1000°C is non-monotonic. Such dependence is related with two processes that
simultaneously take place in the multilayer: graphitization of carbon, which leads to increase of the thickness of C
layer, and increase of the thickness of the intermixing layers due to interdiffusion between carbon and silicon.
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